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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

SiCデバイスの前工程プロセス開発にあたり、SiC基板上に成膜したシリコン酸化膜
について、測定手段の1つである分光エリプソメータを使用してシリコン酸化膜厚
の面内均一性の測定をおこなった。

実験
Experimental

膜厚50 nm狙いで酸化処理をおこなったSiC基板について、分光エリプソメータを
使用して面内25ポイントでシリコン酸化膜厚の測定を実施。
エリプソメータ測定手順：
①資料上の中心点で通常測定(測定範囲：1.0～5.0 eV)
②「SiO2層 on SiC基板」のモデルを作成し、分散式でFitting
③マッピング測定(25点、フルレンジ測定)
→②のモデルを適用して膜厚解析

結果と考察
Results and Discussion

1回目：SiC単結晶基板を使用して酸化膜厚測定を実施。
SiC単結晶ウェーハは透明で両面研磨された基板のため、裏面からの反射光の影響
によりノイズが発生。
このため、測定値の面内バラツキが1.6 %となった。

2回目：1回目の測定結果をフィードバックし、酸化処理条件を調整。
2回目の測定もSiC単結晶基板を使用したが、やはり裏面からの反射光によるノイズ
の影響により、測定値の面内バラツキが2.3%となった。

3回目：裏面からの反射光の影響を抑えるため、半透明基板であるSiCエピ基板を使
用。
裏面からの反射光の影響が低減したことにより、ノイズが大きく低減し、測定値の
バラツキが面内0.9%となった。

上記測定における単結晶基板とエピ基板の測定比較例を図1に示す。

エリプソメータを使用するにあたり、SiC単結晶基板のように透明基板で両面研磨
している場合にはノイズが発生し、測定値が正確に出ない恐れがある。
エリプソメータで膜厚を正確に測定する場合にはできるだけ裏面からの反射光を抑
えた基板を使用する必要がある。基盤が透明でなければSiC基板でもエリプソメー
タを使用してシリコン酸化膜厚の測定は可能である。
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図1. SiC単結晶基板とEpi基板の酸化膜についてのエリプソメータ測定比較
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